Anisotropía óptica in situ de GaAs(001): Efectos inducidos por rugosidad 
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Durante los últimos años, se ha tenido un fuerte interés en el uso de sondas ópticas (rango UV-Visible) con el objetivo de monitorear y controlar los diversos procesos que ocurren durante el crecimiento de materiales nano-estructurados.1 La superficie del GaAs(001) es una de las más usadas para la fabricación de una amplia variedad de dispositivos electro-ópticos, los cuales han tenido un creciente uso e impacto en el desarrollo tecnológico. Por otro lado, la espectroscopia de reflectancia diferencial (RD), la cuál mide las anisotropías ópticas en superficie, se ha posicionado dentro de las sondas ópticas más usadas para la caracterización de materiales semiconductores con estructura cúbica.2,3 Sin embargo, a pesar de numerosos esfuerzos, no se tiene hasta la fecha un entendimiento conclusivo de los diversos orígenes físicos que están involucrados en los espectros medidos por RD. En esta contribución presentamos los resultados experimentales del estudio efectuado durante la preparación de la superficie de GaAs(001), previo al crecimiento epitaxial por haces moleculares. De manera específica, el objetivo principal es identificar la componente asociada a la rugosidad superficial. Dicho estudio es complementando con mediciones de luz láser dispersa (LLD). Para soportar los resultados experimentales se utilizó la teoría de medios efectivos4, obteniéndose un buen acuerdo entre el espectro medido y el modelo propuesto.
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